STUDI TENTANG PENGARUH TEMPERATUR SUBSTRAT TERHADAP KUALITAS BAHAN SEMIKONDUKTOR PbS LAPISAN TIPIS HASIL 
PREPARASI DENGAN TEKNIK VAKUM EVAPORASI
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan lapisan tipis PbS  menggunakan teknik vakum evaporasi dengan memvariasi temperatur substrat untuk mengetahui pengaruhnya terhadap struktur kristal lapisan tipis PbS yang dihasilkan. Penelitian ini juga mempelajari morfologi permukaan lapisan tipis PbS serta komposisi kimia lapisan tipis PbS.
Proses preparasi lapisan tipis PbS dilakukan menggunakan teknik vakum evaporasi yang bekerja pada tekanan 2x10-5 mbar dengan melakukan 3variasi temperatur substrat, yaitu 200oC, 350oC dan 500oC. Ketigasampel lapisan tipis PbS ini kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD (X-Ray Diffraction), SEM (Scanning Electron Microscopy) dan EDAX (Energy Dispersive Analysis X-Ray) untuk mengetahui struktur kristal, morfologi permukaan serta komposisi kimia.

Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa lapisan tipis PbS yang terbentuk merupakan polikristal dengan struktur kristal kubik. Nilai parameter kisisampel 1 (temperatur substrat 200oC) adalah 6,021 Å, sampel 2(temperatur substrat 350oC) adalah 5,973 Å dan sampel 3 (temperatur substrat 500oC) adalah 6,021Å.Dari hasildifraktogrammenunjukkan bahwa variasi temperatur substrat menyebabkan adanya perbedaan intensitas puncak spektrum antara sampel 1, 2dan 3yang menyatakan keteraturan susunan atom-atom penyusun lapisan tipis tersebut. Hasil karakterisasi SEM menunjukkan morfologi permukaan yang terdiri atas grain dengan ukuran 0,5 µm hingga 5 µm. Dan hasil karakterisasi EDAX, menunjukkanpersentase komposisi kimia lapisan tipis PbS dengan perbandingan mol Pb:S adalah 1: 0,8.
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THE INFLUENCE OF SUBSTRATE TEMPERATURE TOWARD THE QUALITY OF SEMICONDUCTOR MATERIAL PbS THIN FILMS RESULTED FROM VACUUM EVAPORATION TECHNIQUE
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ABSTRACT

The aim of this research is to sprout PbS thin film by using vacuum evaporation technique with varied substrate temperature to know its influence forward crystal structure of PbS thin film which is resulted. This research also studies about morphology surface of PbS thin film and chemical composition ofPbS thin film.


Preparation process of PbS thin film was done by using vacuum evaporation technique which worked at [image: image2.png]2% 1075



mbarpressurewith doing four substrate temperature variations, that is 200oC, 350oC and 500oC. These three PbS thin film then were characterized by using XRD (X-Ray Diffraction), SEM (Scanning Electron Microscopy)and EDAX (Energy Dispersive Analysis X-Ray)to know the crystal structure, morphology surface and chemical composition.


The result of XRDcharacterization shows that the PbS thin film which is shaped is polycrystal with cubic crystal structure. The value of sample 1 grid parameter (200oC temperature substrate) is 6,021 [image: image4.png]


, sample 2(350oC temperature substrate)is 5,973 [image: image6.png]


 and sample3(500oC temperature substrate)is 6,021 [image: image8.png]


. The result of difractogram shows that the variation of substrate temperature causes the appearance of different intensity of the top spectrum among sample 1, 2and 3 which show the regularity of atom formation which formed that thin film. The result of SEM characterization shows that the morphological surface which consist of grain with size 0,5µm until 5µm. The result of EDAX characterization shows that percentage of chemical composition of PbS thin film with mol comparison Pb:S is 1:0,8.
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